ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK
GRUP 1 GRUP 2

ODEV 1

Islemsel kuvvetlendirici ve giic MOSFET’i kullanilarak bir ucu topraklanmus yiikleri siirmek
tizere ilkesel yapisi Sekil-1’ de verilmis olan bir akim kaynag: gerceklestirilecektir. Referans
gerilimi Vyer = 1.5V’tur (Grup 2 icin Vier = -1.5V). Devrenin I, ¢ikis akimi

Grup 1: I. = 300 mA (Sekil-1a)
Grup 2: I =150 mA (Sekil-1b)

olacaktir. Islemsel kuvvetlendirici + 5Vluk simetrik kaynakla beslenecektir. Vcct = 150V,
-Veg* = -100V olarak verilmistir. Akim kaynagini gerceklestirmek tizere
a) uygun bir iglemsel kuvvetlendirici ve giic MOSFET’i seginiz, devre elemanlarin
belirleyiniz.
b) Baglanabilecek maksimum yiik direncini belirleyiniz.
PSPICE programi yardimiyla
c¢) Ry yiik direncine farkli degerler vererek I. ¢cikig akiminin Ry, yiik direnci ile nasil bir
degisim gosterdigini inceleyiniz.
d) Akim kaynaginin Zo ¢ikis empedansinin frekansla degisimini inceleyiniz.
e) Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlayiniz.

NOT: Giic MOSFETlerinin seciminde kataloglardan veya SPICE’in ilgili
kiittiphanelerinden yararlanilabilir.
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Sekil-ta NMOS ile kurulan akim kaynag Sekil-1b PMOS ile kurulan akim kaynagi



